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Embedded DRAMs und Ihre Anwendung

Dr.-Ing. Jorg Schénfeld, Siemens AG, Miinchen

O Technologie- und Marktanforderungen
L angepaldte Systemarchitektur mit eDRAMs
L Modulares Core-Konzept

O Anwendungen
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@ Technologieaspekte

Logikprozel3

DRAM-Prozel3

Gatterdichte
Schnelle Schaltungen

Speicherdichte
hohe Haltezeit

Hohe Treiberfahigkeit

3Transitor-DRAM

Schwache Transistoren, kleine
Leckstrome
1Transistor-DRAM

Irrequlare Strukturen
Typisch 3-6 Metalllagen

Hochregulare Strukturen
Typisch 1-2 Metalllagen

O Speicherbasierter eDRAM Prozel3

® Logikgeschwindigkeit erh6hen

® Metalllagen auf 3-4 erweitern

Siemens
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@ Marktanforderungen

Tausend Gatter
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@ Vorteile der eDRAM Technologie

Werden aus einem DRAM mit einer Zeilenldnge von 1024 bit
nur lediglich 8 bit genutzt, so entspricht das gerade 0,78% der

aktiv verfliigbaren Information !

O Vorteil von Systemen mit eDRAMs
Wegfall der Pin-Beschrankungen an Bausteingrenzen
flexibel anpal3bare Speichergrof3e
hohe erzielbare Bandbreite der Speicher
kleinerer Leistungsverbrauch des Gesamtsystems

O nur durch eine angepaldte Systemarchitektur kdnnen diese Vorteile
auch genutzt werden
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Zentraler Speicher: Prozessor:

Sensoren —>

Control data
Separierte Speicher
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@ Modulares SIEMENS Core-Konzept

O Modularer Aufbau von eDRAMs aus kleineren Blocken
O Nutzung verfugbarer DRAM-Technologien
O Synchrones Interface

data in, addr

test in

Technologie 0,35 um 0,24 um data out
Metallisierung 3 Lagen 4 Lagen test out
Max. ModulgroRe 16 Mbit 128 Mbit
BlockgroRen 128 Kkbit 256 Kkbit

256 Kkbit 1 Mbit
Flache 2 Mbit 8,8 mm? 4,1 mm?
(incl. Interface)
max. Frequenz 83 MHz 150 MHz
ZykKluszeit 12 ns 6,7 ns
max. Bandbreite 5,3 Gbyte/s 9,6 Gbyte/s

(512 bit Interface)

dram_test_mode

¢DR

AM

Mo

duzi

A

\/

Blocke

Synchrones
Interface 16 - 64 bit
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@ Testkonzept

L Modularer Aufbau von Testpattern

O Schnelle Anpassung von Tests fir verschiedene Konfigurationen
Q Spezieller eDRAM-Test-Controller

® BIST Funktionalitat
® paralleles Testen mehrerer Blocke

eDF

RAM

Mc

dul

dram_test_mode

eDRAM Test
Controller

circuit test activate

Sieme

ns

l\_/\
data in, addr
Custom
logic data out eDRAM
Mopdul
test out
testin
7
I}
eDRAM
Modul
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O 384 kbit eDRAM
O 10 kGatter Standardzellen
O 14 mm?2Flache
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O 1 Mbit eDRAM Al B0 S KK
O 16 bit Festkomma DSP | Sy

O 15 kGatter Standardzellen u
Q 28 mm2 Flache :
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Q 1,5 Mbit eDRAM
O 16 bit Micro Controller
® Standardzellen
® 2 kbit DP-SRAM
0 32 kbyte ROM
O 100 kGatter CBA-Logik
d 46 mm? Flache

Siemens

o

—

:

R | | o | S ey ¥
| | I
! ]
I i
il o (fweer gm e —— s - o

Dr.-Ing. J. Schonfeld
HL DC PE MC 5



@ Zusammenfassung

0 Verschmelzen der Technologien
DRAM Technologie
» treiberoptimierte Transistoren
» bessere Verdrahtbarkeit durch mehr Metalllagen

O neue Architekturansatze fur ,,System on Silicon®
» Nutzung der Bandbreite durch breitere Busse

L Modulares eDRAM Core- und Testkonzept bei Siemens

O erfolgreich bei aktuellen Produkten eingesetzt
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Stacked Capacitor versus Deep Trench Technologie

Stacked Capacitor

O Kondensator Uber
Siliziumoberflache

L Schichten nicht planar

Deep Trench
O Kapazitat unter Oberflache

O Planarisierung zwischen den
Schichten

O hohe Stdrsicherheit (softerror
Rate)
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